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アモルファス炭素膜は，膜の様々な有用な性質を利用して産業応用が進められている。ベンゼ

ンを原料としてプラズマ化学気相堆積(PECVD)法でアモルファス炭素膜を堆積させた場合，堆積

速度が増大するなど，産業応用上，有用であることが知られている。さらに，ベンゼン環構造を

膜中にも残すことができれば，堆積した膜への修飾が容易になるなど有用である。そこで，堆積

速度ともに，膜中の化学結合状態を調べることも重要である。膜堆積においては，チャンバー内

での基板設置位置，原料供給位置も重要なパラメータであると考えられる。そこで，今回，基板

設置位置，すなわち原料供給位置による膜形成過程の違いについて調べたので，報告する。 

本実験で用いた PECVD チャンバーでは，ガラス管に巻き付けられたコイルに RF(13.56 MHz)

電力を印加してプラズマを生成している。また，赤外分光法で炭素化水素の化学結合状態を解析

しやすくするため，重水素化ベンゼン(C6D6)を原料として用いた。原料源をプラズマ上流に設置

しプラズマを通して基板に供給した場合と，原料源をプラズマ源から離して基板近傍に位置に設

置した場合で，膜中の化学結合状態を比較した。図 1 に示すように，膜中の化学結合状態の違い

が表れた。すなわち，原料の供給位置によらず sp3-CD2

のピークは計測された。一方で，ベンゼン環に由来す

る CD成分と同定される 2230 cm-1付近に観測されるピ

ークは，基板近傍から原料を供給した場合にのみ，観

測された。さらに，膜厚から堆積速度を算出ししたと

ころ，基板近くから原料を供給した方が，2倍以上大き

かった。この結果から，プラズマ中での原料の分解・

輸送が寄与しているものと予想した。そこで，プラズ

マ源となるガラス管から基板近傍にかけて堆積される

膜中の化学結合状態の変化について調べた。本講演で

はこの結果も併せて，発表する。 

本研究は，日本学術振興会科学研究費補助金

(20K03920)の援助を得て実施した。 
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(図１)重水素化ベンゼンの供
給位置をかえて膜堆積した際
の赤外吸収スペクトル 
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